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_____________________ AA SFG ahamb ) (57) Abstract: The invention pertains to a method for assembly by mol-
ehamber preparation ecular adhesion of two substrates each having a main face, at least one of

BB 02 plasma activation ;
CC  Contacting the two substrates bearing a dielectric surface layer on its main face. The

DD Initation and propagation of bondind - )athod comprises (a) contacting the main faces of the two substrates,
then (b) initiating and propagating a bonding wave between the main
faces of the two substrates to assemble them with one another. Accord-
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a step of preparing the dielectric surface layer for the purpose of intro-
ducing a sulfur dose of more than 3.0 E13 at/cm”2 into this layer. The
invention also pertains to a structure obtained via the method.

Activation Plasma
02

Lo s s i_ _______ o (57) Abrégé : L'invention porte sur un procédé d'assemblage par adhé-

sion moléculaire de deux substrats présentant chacun une face princi-
pale, 1'un au moins des deux substrats étant pourvu d'une couche super-
Mise en contact ficielle dié¢lectrique du coté de sa face principale. Le procédé comprend
(a) la mise en contact des faces principales des deux substrats, puis (b)
l'initiation et la propagation d'une onde de collage entre les faces princi-

i pales des deux substrats pour les assembler I'un a l'autre. Selon l'inven-

tion le procédé comprend, avant I'étape de mise en contact, une étape

Initiation et de préparation de la couche superficielle diélectrique visant a introduire
propagation du dans cette couche une dose de soufre supérieure a 3,0 E13 at/cm”2. L'in-
collage vention porte également sur une structure obtenue a l'aide du procédé.

Figure 1b
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